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Создание органического инжекционного лазера является нерешенной задачей современной органической электроники [1]. Исследование фундаментальных основ его создания – проблема комплексная, требующая объединения усилий физиков и химиков, специалистов в области создания полупроводниковых материалов и структур на их основе, молекулярной спектроскопии, физики полупроводников, квантовой и органической электроники [2].[image: image1.wmf]440
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 Необходимы новые оригинальные подходы к решению этой задачи. Один из таких подходов – создание органических упорядоченных систем, в которых, для создания лазера, возможно достижение требуемых характеристик органических полупроводниковых структур – высокой подвижности носителей заряда, большого квантового выхода излучения, уменьшение вероятности образования неизлучающих частиц (экситонов и поляронов, имеющие полосы поглощения в видимом спектральном диапазоне). 

В докладе обсуждается созданная экспериментальная база необходимая для исследования спонтанного (флуоресценция, электролюминесценция) излучения и вынужденного излучения тонкопленочных структур, выбранных полупроводниковых молекул 1,4-дистирилбензол (ДСБ), 9,10‑бис-[(триизопропилсилил)этинил]антрацен (TIPS) и замещенные полифлуорена (PFO). 
Тонкопленочные структуры на их основе излучают при фото- и электровозбуждении (TIPS: λэл = 452, 480 нм; PFO: λэл =  436, 463 нм). Их вынужденное излучение получено при накачке 3-й гармоникой YAG:Nd3+ лазера (ДСБ: λ ген = 412 нм; TIPS: λ ген = 473 нм; PFO: λ ген​ = 432 нм). 
Обсуждается перспективность создания на их основе тонкопленочных структур лазеров методом self-assembling.
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Рис. 1. Спектр генерации в полимерной пленке допированной TIPS при различных плотностях накачки



